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Enunciado

Determinar Vps en el circuito de la figura. Datos: Rgy = 220kQ, Rg2 = 120kQ, Rs = 22kQ, Vpc = 15V, y el transistor Tq
tiene las siguientes caracteristicas: |Ipss| = 27mA, |Vp| = 6V.

Figura 1: Circuito del enunciado

Solucién

Para evitar confusiones se procedera, primeramente, a indicar los sentidos de todas las tensiones y corrientes en el circuito
como se ve en la figura 2. Una vez establecidos los sentidos de las mismas, los valores que obtendremos seran todos negativos.

Figura 2: Circuito con sentido de tensiones y corrientes

Como por el terminal de puerta de transistor P-JFET la corriente que circula en despreciable (del orden de nA), las resistencias
Re1 Y Ra2 forman un divisor resistivo. La caida de tension en la resistencia R €s:

Rea2 120kQ

VrRey =Voc=——— = —-15—————— = —5,20412V
Rez = 'DCR . T Rz 120kQ + 220kQ ’
A continuacion se supone que el P-JFET estd en saturacion, se calculan las variables del circuito y se valida o no esta
suposicion.
La corriente de drenador es: 5 5
Ves| Ves|
Ip =1 - = _27TmA(1— 1
o= toss (1- 1S L @
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De la malla formada por Rgp, Rs Y el transistor:
Ves = Vrg, — VRs = VRg, — IDRs = —5,29412V — 1p22kQ (2)
Uniendo las ecuaciones 1y 2 :

Ves+5,29412V Ves|\ 2
2k _27mA( Y,

En este tipo de circuitos, al ser la tension entre puerta y fuente positiva, es posible operar y despejar para obtener :

588,70588 — 199Vgs+ 16,5V3s = 0 (3)

Resolviendo la ecuacién de segundo grado 3, se obtienen dos posibles soluciones : Vgg = 6,85820V y Ve = 5,20241V.
La primera solucion lleva el transistor al estado de corte, ya que es mayor que Vp, por lo que la solucion primera es la Unica
coherente con la suposicién de que el transistor esta en zona de saturacion.

Luego, aplicando Vg en la ecuacion 1y operando:

= —477,11236pA

2
I = _27mA <1 M)

6V

Cerrando la malla con Vpc, T1 ¥ Rs se obtiene:
Vps=Vpc — IpRs= —15+477, 11236[1A22|(Q = -4 50353V

Finalmente, si el transistor esta en saturacién debe cumplirse:

Vos| > |Vas| — |Vel|
|—4,50353V| > [|5,20] 6|

por lo tanto la suposicion del transistor en saturacién es valida y los resultados numéricos también.

Comprobaciones

Si la suposicion del estado del transistor es de corte, implicaria que las corrientes por T1 son todas cero. Esto es imposible, ya
que la tension en Rs también seria cero voltios y apareceria una tension entre puerta y surtidor de signo contrario a la de Vrg,, l0
que supone violar la condicién [Vps| > ||Ves| — [Vp||-

Se podria suponer tambien que el transistor esta en zona ohmica. Esto implica que su resistencia equivalente es de :

V| 6V

Req T1 = b = ——— = 222,22222Q
ST ips]  27mA ’

Y la corriente seria

. Vpc —15V B
" RstReqT1 22kQ+222,22222Q

Io —B75pA

que implica una caida de tensién en Rs de :
VRs = Rslp = 22kQ — 675pA = —14,85V
que a su vez, implica un tensién entre puerta y fuente de :
Vas = Vrg, — VRs = —5,29412V + 14,85V = 9,55588V

que indica que el transistor tiene que estar en zona de corte, y no en zona chmica, luego la suposicion es incoherente.



